FEAHEFHFNDICEATHERENR

v UTOEXRERAICGEST, —EMO¥EFYTSAFI—2DRNETS

1. A-T>RHi5. ERMt. BREBSZEARLL.

MesE (ki D EAEA 2. BXRUEZRE- i e 5/ F1— it a3t 3¢ LS BN E AL,
(20224E5H4H) 3. WHCRHEV, WL TITS
W (S, FEABYSEEN DIRIE. FHEHDEFIEHE. FATER L, EEERREICHT
I3 EDRERARUTARREFER D DHEICOVWT, ZERITIHRHALTVL,
B EEN—-N—3vD) [BRR D ERRA ISR BEINLARXHERIZITA—-ZADEE, BEDIR
(JUCIP)EfFEeS R~ HAEEEDEFTDEE T ED, SEERIIHDFESNDIKEDNSTCE, HED
(202345H26H) LSTCORMDIZ N EZER I L 2ER.
sa p 1 == YI54F1—>ORELICHTNT 2Ied ODBRAZEMA DX ADIBEE, Ritt3E &
EU *?ﬁ%ﬁagfg’l’fa BT BH%EIR. AMBH. BABEEHO1—2T— DRI, KULEHE
SEHCH\F 2 HENE DBERE MR EERCEL TR h T 322 A E.
[EE7I- K] 38/ — M=y T ORISR ZNICE DR AMEERLY IS
EE71-R AFI—rd{bicm 3} EEEE(C DV TREEE.
B [HEEN— P NF—3vD)] FREABLR -\ﬂ? A INR=23> - FMTE DRI T E=5EiH
H[E M) — N — ST MBS B Ky r—YYIEHENCEAEE T IDHTOREME
7 R ERCIIHREEHERENIE. EFEEERLORHOBMRIYVIIY
(202345A18AH) DIRE. Y T/ F1— LA — BRI ZEOHEE. Z0ikh%
D3,
REALE - BE- - [IRBERADB T, RapidusttOMAZERR IO 1) MOEEE
A58 EEXICEITIRHES ZHBUR LT, 8K - TA P I AEORERITDEFICH T DIBUT - EET - TH
(2023€F6AH21H) RIEEIC L BB DRHEE . LSTCEAS Y5 Competence Centresé DI
{BE S (CERDSED.
HE$EFYISAFI—> [BENHEEARY TS5AF1— BRI EE 1 ZEREL. (1)HEBEOMAHCE DY EFH
1R N=bF—3v7 DM ESHIHOEIIMBDIRET . (2) AMBROHEE. (3)HHEICEREL

(202347H208)

HRRARBHDEFOER. (4)MNIMEREZEOHEE LECREALTER.




	既定のセクション
	スライド 1: 半導体・デジタル産業戦略 の現状と今後
	スライド 2: ＜全体目次＞

	１．半導体・デジタル産業戦略の概要
	スライド 3
	スライド 4: 世界的な潮流の変化からみる戦略改定の意義
	スライド 5: デジタル基盤整備を通じて国内投資・イノベーション・所得拡大の好循環を実現
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8: 今後の半導体戦略の全体像①
	スライド 9: 今後の半導体戦略の全体像②
	スライド 10: 先端ロジック半導体戦略
	スライド 11: 先端メモリ半導体戦略
	スライド 12: 産業用スペシャリティ半導体
	スライド 13: （参考）日本列島をパワー半導体の世界拠点に
	スライド 14: 先端パッケージ戦略
	スライド 15: 光チップレット
	スライド 16
	スライド 17: 次世代半導体のユースケース
	スライド 18: 次世代半導体の設計人材育成
	スライド 19
	スライド 20: 生成AI（Generative AI）の革新性
	スライド 21: 我が国における生成AI開発の現状
	スライド 22: 生成AI産業戦略の考え方　～目指すべき方向性～
	スライド 23
	スライド 24: デジタルライフライン全国総合整備計画の検討方針 　～自動運転やAIの社会実装を加速～「点から線・面へ」「実証から実装へ」
	スライド 25: デジタルライフラインの概要
	スライド 26: デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合 中間とりまとめ 2.0　【概要】
	スライド 27: オープンRANを契機とした日本企業のシェア拡大に向けて
	スライド 28
	スライド 29: 技術・導入戦略イメージ
	スライド 30
	スライド 31: 蓄電池市場の拡大
	スライド 32
	スライド 33: 蓄電池産業戦略の取組と全体像
	スライド 34: 日本を世界の蓄電池開発・生産をリードする世界拠点に

	２．（１）実施状況：半導体
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37: （参考）JASM等による熊本への投資による各種効果（試算）
	スライド 38: （参考）JASM等による熊本への投資による各種効果（既に顕在化した効果）
	スライド 39: （参考）半導体関連企業の主な設備投資計画・立地協定
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42: 次世代半導体プロジェクト
	スライド 43: 国際連携に基づく2nm世代ロジック半導体の集積化技術と短TAT製造技術の研究開発
	スライド 44: Rapidus社の起工式
	スライド 45: 次世代半導体実現に向けた最近の取組
	スライド 46
	スライド 47
	スライド 48: AI・次世代半導体ラウンドテーブル
	スライド 49: Rapidus社とTenstorrent社のMOC署名式
	スライド 50: 日米間の半導体・AI分野の協力（日米経済版「２＋２」）
	スライド 51: 中国による特定物資に関する輸出管理について

	２．（２）実施状況：AI
	スライド 52
	スライド 53: 経済安保法に基づく認定供給確保計画（クラウドプログラム）
	スライド 54
	スライド 55: 競争力ある生成AI基盤モデルの開発加速支援

	２．（３）実施状況：5G
	スライド 56
	スライド 57
	スライド 58: デジタルライフライン全国総合整備実現会議
	スライド 59: 中間とりまとめのポイント
	スライド 60: データセンター地方拠点整備事業費補助金の概要及び採択結果について
	スライド 61: 日米連携によるORAN推進に向けた動き（日米経済版「２＋２」）
	スライド 62: 日米韓首脳会合におけるオープンRAN協力の合意
	スライド 63: （参考）グローバル展開を進めるにあたってのオープンRANの課題
	スライド 64
	スライド 65: ポスト５G基金事業における採用事例
	スライド 66: ポスト５G基金事業による事業実施例
	スライド 67: ポスト５G基金事業終了後の実用化例
	スライド 68
	スライド 69: ５G促進法の執行状況（2023年11月時点）

	２．（４）実施状況：電池
	スライド 70
	スライド 71
	スライド 72: 経済安保法に基づく認定供給確保計画（蓄電池：第１弾）
	スライド 73: 経済安保法に基づく認定供給確保計画（蓄電池：第２弾）
	スライド 74: 経済安保法に基づく支援の成果
	スライド 75: 蓄電池の上流資源確保について
	スライド 76
	スライド 77: カナダとの蓄電池サプライチェーンの協力の強化①：政府間協力覚書
	スライド 78: カナダとの蓄電池サプライチェーンの協力の強化②：民間合意文書
	スライド 79: カナダとの蓄電池サプライチェーンの協力の強化③：官民ラウンドテーブル
	スライド 80
	スライド 81: 蓄電池の技術進化：全固体リチウムイオン蓄電池

	２．（５）実施状況：その他
	スライド 82
	スライド 83: デジタル人材育成に向けた体系的な政策の実施
	スライド 84
	スライド 85
	スライド 86
	スライド 87
	スライド 88
	スライド 89
	スライド 90

	３．半導体・デジタル産業の今後の方針
	スライド 91
	スライド 92: 国際競争を勝ち抜くためのデジタル産業基盤確保の考え方
	スライド 93: （参考）技術優位性確保のためのサプライチェーン強化
	スライド 94: デフレ完全脱却のための総合経済対策（令和５年11月２日 閣議決定）
	スライド 95
	スライド 96
	スライド 97

	３．（１）今後の方針：半導体
	スライド 98
	スライド 99: 半導体関係　令和５年度補正予算案
	スライド 100
	スライド 101
	スライド 102: 先端ロジック・メモリ半導体
	スライド 103: 先端後工程設計・製造技術開発
	スライド 104: AI半導体設計
	スライド 105: 高度人材育成
	スライド 106: 半導体産業に係る地方自治体が行うインフラ整備について
	スライド 107
	スライド 108
	スライド 109
	スライド 110: （参考）技術管理への対応
	スライド 111: 戦略物資生産基盤税制の創設（令和６年度税制改正に関する経済産業省要望）
	スライド 112

	３．（２）今後の方針：AI
	スライド 113
	スライド 114: 生成AI開発力強化に向けた計算資源の確保（令和5年度補正予算）
	スライド 115: 超省電力・高密度AI計算基盤技術の開発

	３．（３）今後の方針：５G
	スライド 116
	スライド 117: 高度情報通信インフラ分野補正予算案
	スライド 118: オープンRANの今後の見通し
	スライド 119: EUにおけるネットワークセキュリティ観点でのリスク軽減方針
	スライド 120: （参考）EU Toolbox概要
	スライド 121: 省エネによる差別化を訴求したオープンRAN基地局の技術開発
	スライド 122
	スライド 123
	スライド 124: 経済産業省による５G支援の取組
	スライド 125: （参考）ローカル５Ｇの概要
	スライド 126: （参考）ローカル５Gの多様なユースケースに対応可能な基地局の必要性
	スライド 127
	スライド 128: デジタルライフライン全国整備関連事業全体像

	３．（４）今後の方針：電池
	スライド 129
	スライド 130: 蓄電池政策に係る補正予算案
	スライド 131:    蓄電池産業戦略（2022年8月）に関連する主な最近の動向と今後の方向性
	スライド 132
	スライド 133: 製造装置の製造基盤強化に向けた取組の方向性
	スライド 134
	スライド 135
	スライド 136: 高校生・高専生向け教育プログラムの検討
	スライド 137: バッテリー教育に対する教員向けの説明会の実施
	スライド 138: サプライチェーンにわたるサステナビリティ確保の重要性
	スライド 139: 蓄電池のカーボンフットプリント（CFP）
	スライド 140: 蓄電池の人権・環境デュー・ディリジェンス（DD）
	スライド 141: 国内環境整備：リサイクル①（使用済蓄電池の流通経路）
	スライド 142: 国内環境整備：リサイクル②（製造工程から発生する端材等）

	３．（５）今後の方針：電子部品
	スライド 143
	スライド 144
	スライド 145
	スライド 146
	スライド 147
	スライド 148
	スライド 149: MEMSの現状および今後の方向性

	４．（１）GX：動向
	スライド 150
	スライド 151
	スライド 152
	スライド 153
	スライド 154
	スライド 155
	スライド 156
	スライド 157
	スライド 158

	４．（２）GX：半導体
	スライド 159
	スライド 160: デジタル技術の進化と新たな社会の到来
	スライド 161: 世界の半導体に関する投資動向
	スライド 162: デジタル技術の進化と新たな社会の到来
	スライド 163: 売上高の増加目標
	スライド 164
	スライド 165: 半導体の製品分類とGX実現に向けた重要性
	スライド 166: パワー半導体の概要
	スライド 167: パワー半導体の国際競争力
	スライド 168: パワー半導体の素材（ウエハ）に関する国際競争力
	スライド 169: 日本列島をパワー半導体の世界拠点に
	スライド 170: 半導体のグリーン性能の更なる向上
	スライド 171: 革新的な基板素材（ガラス）
	スライド 172: AI半導体設計
	スライド 173: 先端光電融合技術の開発
	スライド 174: 最先端メモリの開発を通じた次世代コンピューティングアーキテクチャの実現
	スライド 175: 半導体産業の分野別投資戦略（暫定版）①
	スライド 176
	スライド 177

	４．（３）GX：電池
	スライド 178
	スライド 179
	スライド 180: 車載用蓄電池の中長期的な技術シフト
	スライド 181: 【参考】NEDOによる蓄電池開発プロジェクト
	スライド 182
	スライド 183
	スライド 184
	スライド 185
	スライド 186
	スライド 187: 蓄電池産業の分野別投資戦略（暫定版）①
	スライド 188
	スライド 189




